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Objetivos

Compreender fenémenos relacionados a interacdo de radiacdo com a matéria, em diferentes
faixas espectrais e diferentes materiais. Utilizar e aprofundar os conceitos de eletromagnetismo,
mecanica quantica e teoria eletrdnica de solidos, para entender as propriedades 6pticas de
materiais. Compreender as espectroscopias de absorcdo, transmitancia, refletancia e
luminescéncia, dos pontos de vista conceitual e experimental.

Conteudo
Matéria da P1. (5 semanas)

1. Introducao

1.1 Interagdo da radiacdo com a matéria

1.2 Visdo geral dos processos dpticos

1.3 Luz e cores

1.4 Aplicagbes

1.5 Questdes fundamentais e conceitos basicos
1.5.1 Coeficientes dpticos
1.5.2 indice de refracio complexo e funcdo dielétrica
1.5.3 Materiais 6pticos
1.5.4 Caracteristicas épticas do estado sélido

1.6 Redes de difracdo e fotodetectores

1.7 Espectrofotdmetros. Atividade Experimental 1 A.

1.8 Determinacdo das constantes épticas de materiais

1.9 Determinagdo de espessura e indice de refracdo em filmes finos

2. Teoria Classica da Propagacao
2.1 Propagacdo de luz em meio éptico denso
2.2 Modelo de oscilador dipolar
2.3 Relagbes de Kramers-Kronig
2.4 Dispersao

P1 - 03/setembro

Matéria da P2 (6 semanas)

3.1 Teoria Quantica da Absorg¢do e Emissao Radiativas (Fox, Apéndice B)
3.1.1 Coeficientes de Einstein
3.1.2 Regras de transicdo quanticas
3.1.3 Regras de sele¢ao

3.2 Larguras de linha e espectros de gases

3.3 Espectros de absorg¢do e emissao.

3.4 Tempo de decaimento. Atividade Experimental 2.

4, Estrutura de Bandas em Sdlidos e Absorc¢do Interbandas
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4.1 Metais, semicondutores e isolantes

4.2 Modelo dos elétrons quase-livres

4.3 Exemplos de estrutura de bandas

4.4 Absorcao interbandas

4.5 Transi¢Bes interbandas

4.6 Taxa de transicdo para absorgao direta

4.7 Absorg¢do na fronteira de bandas em semicondutores de gap indireto
4.8 Absorgado interbandas acima dos limites de banda.

4.9 Medicdo de espectros de absorcdo. Atividade Experimental 3.

P2 — 22/outubro

Matéria da P3 (4 semanas)

5. Luminescéncia

5.1 Emissdo de luz em sélidos

5.2 Fotoluminescéncia

5.3 Eletroluminescéncia

5.4 Excitons

5.5 Centros de cor

6. Excitacdes Opticas em Metais

6.1 Refletividade dos plasmas
6.2 Transi¢des interbandas em metais
6.3 Semicondutores dopados

6.4 Plasmons
7. Fonons
7.1 Fonons ativos no infravermelho

7.2 Modelo classico

7.3 Reststralen

7.4 Absorc¢ao da rede

7.5 Espectroscopia Raman

P3 —19/novembro

Exame final: 03/dezembro

Metodologia

Aulas expositivas, aulas préticas, aulas envolvendo teoria e experimento. O estudante sera
incentivado participar ativamente em atividades em classe e extra-classe, a utilizar e desenvolver
seus conhecimentos para elaborar solu¢des para problemas praticos e problemas conceituais.
Serdo realizadas atividades experimentais, atividades em grupo, pesquisas, elaboracdo e
apresentacao de seminarios.
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Critérios de avaliacdo da aprendizagem
A disciplina tera trés provas obrigatoérias: P1, P2 e P3.

MP= (2*P1 + 2*P2 + 1*P3)/5 (P1 e P2 terdo peso 2)

Os estudantes poderdo usar como consulta nas provas um resumo da matéria. Esse resumo
devera ser individual e manuscrito em até duas folhas de papel almaco, e ndo podera ter
exercicios em seu conteldo (apenas teoria).

Havera também trabalhos versando sobre as unidades de conteudo:
1. Relatdrio sobre Experimento 1 (em duplas)
2. Relatério sobre Experimento 2 (em duplas)
3. Relatério sobre Experimento 3 (em duplas)
4. Seminario em duplas sobre um dos temas da P3 (em duplas)

MT= (T1 +T2+T3+2*T4) / 5 (0 seminario tera peso 2).

A média final ser&: MF = MP*0,8 + MT*0,2

Recuperacao

Durante o semestre letivo, 0s estudantes que n&o atingirem rendimentos esperados nas
avaliacBes regulares realizardo estudos dirigidos complementares. Em cada tépico os
estudantes apresentardo monografias e/ou semindrios e/ou listas de exercicios, das matérias
indicadas pelo professor.

Exame Final

O exame final sera oferecido ao estudante que nao tenha alcancado a nota 5,0 ao final das
avaliacBes realizadas no decorrer do semestre. Versara sobre a matéria toda do semestre. A
nota final do estudante (NF) ser& obtida pela expresséo:

NF = (MFs + EF)/2

Onde: MFs é a média final do semestre e EF é a nota do exame final

Sera considerado aprovado o estudante que obtiver (NF) maior ou igual a cinco.



